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For the commercialization of perovskite solar cells as the newest generation, 

their stability is the main challenge that should be addressed The perovskite 

solar cells are sensitive to continuous radiation of light, heat, and moisture 

which rapidly decompose them to their precursors. In this work, by adding a 

photoactive phase change material into the perovskite, the stability of 

perovskite layer against UV light is enhanced. The phase change material 

undergoes trans-cis isomerization upon irradiation under UV light. Then, in 

a reversible process, the cis isomer absorbs the heat generated in the device 

and converts into its trans isomer. By this approach, the destructive effect of 

UV light and heat is prohibited, leading to the improvement of the stability 

of the solar cells by more than 138  % . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 رحمان شرف 

ی سطح   ک ی موج اکوست   ی کسوساز ی   ی برا   ی نامتناجس بلور فونون   وند ی پ   ی طراح   

 

 ی سارا دربار ،  رحمان شرف 

   تربیت مدرس دانشگاه  

 

  ی ساز ه ی ارائه وشب   ی فونون   یبر بستر بلورها   ه ی کسو ی (  SAW)  ی سطح   ک یافزاره امواج آکوست   ک ی مقاله،    ن یدر ا 

  Si  کپارچه ی بستر    ک ی   ی است که بر رو   Siاز جنس    ی بلور فونون   ه ی شامل دو ناح   ی شنهاد یشده است. افزاره پ 

  هی کسو ی افزاره    ن ی کنند. اساس کار ا ی م  ج ی تزو   گر ی کد ی   ه ی درجه    45مرز    ک ی را در    ک ی قرار دارند و امواج الاست

  ی سطح  ی دها ی از بلورها با گاف تشد   ه یناح   ک ی   ی برا   ی سطح  کننده ت یهدا   ی مدها   ی تطابق جهت انتشار   هی بر پا 

  یها فرکانس   ی را که نسبت به گاف براگ دارا   LSR  ی ها گاف   ی است. فرکانس مرکز   گر ی د   ه ی ( ناح LSR)   یمحل 

نشان    ی ساز ه ی شب   ج یکرد. نتا   م یتنظ   ها دکننده ی ابعاد تشد   ر یی توان با تغ ی است، م  کسان ی در ثابت شبکه    ی تر ن یی پا 

در    - dB 10.68  ی با توان عبور   dB 34  ی کسوساز ی به نرخ    توان ی م   ی شنهاد یکه با استفاده از افزاره پ   دهند ی م

  Siاز جنس    کپارچه ی است که    ک یاستات   SAW  کسوساز ی   ک ی   ی شنهاد ی. افزاره پافت ی دست    GHz 6.9فرکانس  

فرآ   ده بو  با  م   CMOSساخت    ند ی و  از  آن  در  به علاوه،  است.  مغناط   ی ک ی الکتر   ی ها دان ی سازگار    ی برا   ی سیو 

آن، افزاره    ی بالا   ی کسوساز ی است که با توجه به نرخ    کرومتر ی استفاده نشده و ابعاد آن در حد چند م  ی کسوساز ی 

 فرکانس بالا است.   م ی سی ب   ی خابرات م   ی ها ستم یدر س   ی ا درون تراشه   گنال یپردازش س   ی کاربردها   ی برا   ی مناسب 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 ی گ ی فتح اله ب   ه ی نور 

در اتصال با    بدن ی مول  د ی سولف   ی بر نانونوار د   ی مبتن  ی آشکارسازنور   ی ساز   ه ی شب 

 نامتقارن   ی گرافن   ی الکترودها 
 

   3فاطمه استواری   2، محمد کاظم مروج فرشی ۱نوریه فتح اله بیگی 

 مدرس تیدانشگاه ترب

 

  ی بگونه ا   ی نامتقارن گرافن   ی با الکترودها   بدن ی مول  د ی سولف  ی بر نانونوار د   ی مبتن   ی مطالعه آشکارساز نور   ن ی در ا 

در مدار    ان ی جر   د ی کانال قادر به تول   ه ی تنها با تابش نور به ناح   ی ولتاژ خارج   اب ی شده است که در غ   ی ساز   ه ی شب 

  نی تابع گر   ی تنگ بست در فرمولبند   ن یلتون یهام   ب ی عملکرد آشکارساز، از تقر   ه ی ناح  ن یی تع  ی باشد. برا   ی خارج 

.  م ی ر ی گ  ی بهره م   ی فوتون فرود   ی شده در اثر تابش نور، بر حسب انرژ   د ی تول   ان ی محاسبه جر   ی برا   ی تعادل  ر ی غ

سورس    ی الکترودها   ی ر ی و بکارگ   بدن یمول   د ی سولف   ی آشکارساز بسته به نوع لبه نانونوار د   ن ی ا   ت ی فی ک   ی بررس

  گزاگی و ز   ر ی آرمچ   بدن یمول   د ی سولف   ی مشخص شده است. نانونوار د   ی نور   ی ان و پاسخ ده ی متفاوت با محاسبه جر 

در نظر گرفته    ی از نور نانومتر به عنوان کانال آشکارس   6نانومتر و به طول    ۱/ 45و    ۱/ 42  ی در عرض ها   ب ی به ترت 

مشابهدر    ن ی در   الکترودهای   وو  سورس متفاوت و  ی بصورت الکترودها   ی نامتقارن گرافن  ی شده است. الکترودها 

  .نظر گرفته شده است
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Gate-lag induced trapping effects due to donor like surface traps located in 

the access regions between the electrodes of AlGaN/GaN HEMTs are 

investigated through TCAD transient simulations. The effects of variation in 

trap energy level and temperature on the current collapse transient 

characteristics have been studied. A simple physical model is proposed (based 

on the Arrhenius relation) to obtain the emission time constants versus trap 

energy level and temperature which is in a good agreement with TCAD 

simulations. 

 


